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Diodo semiconductor: principio de funcionamiento

* Semiconductores de Si extrinsecos tipo p y tipo n
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Diodo semiconductor: principio de funcionamiento

* Semiconductores de Si extrinsecos tipo p y tipo n
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Diodo semiconductor: principio de funcionamiento
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Polarizacion directa

Vy 4

Vy tension umbral o de codo

Tension a partir de la cual la corriente empieza a
incrementarse rapidamente.

Diodo de silicio Vy ~ 0.7 V



Diodo semiconductor: principio de funcionamiento

- v/ Ecuacion del diodo de
R I'=1Ip+(e M —1) Schockley
|
Iy ~1012 A Vi ~25 mV
L . Corriente de saturacion Tension térmicaoc T
Polarizacion inversa Polarizacion directa
Vy v n=1(Ge) o 2 (Si)
Coeficiente dependiente

Ruptura del material
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¢Como determinar el catodo y e
diodo?
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Estudio de la curva |l vs V de elementos no lineales:

*»*Diodos rectificadores
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Medicion con el diodo en directa

— Voltimetro 1N4007

Amperimetro
A VD_l_ !

m

Amperimetro

Voltimetro

Medicion con el diodo en inversa

=1A

Corriente maxima del diodo en directa |
¢Cual es el valor de R? Resistencia de 10 Qy 51.1 Q) potencia maxima 1 W

R=10Q

configuramos en la fuente | __

=300 mA

Recomendacion: emplear como amperimetro el multimetro que posea mayor resolucion para las corrientes bajas



Estudio de la curva | vs V de elementos no lineales:

de ohm py IE Potencia py |=] Ajuste_Curva_|-V_Diodos py E3 l

Datosorig = np.loadtxt (file _name, delimiter = ', ', skiprows = 1)

Obtenemos: V,en el diodo
| Corriente

Datos = Datosorig[np.argsort(Datosorig:z, 0])]

Programa de analisis en
Python: )2 la tabla extraigo solo la 2da v 3ra columna (Vdiodo y Corriente):
Ajuste_Curva_I-V_Diodos v -

I = Datos[:,1]

n = len(Vd) # La funcidn len{) calcula €l largo del wector o lista de python.

Chequear las incertidumbres

errorvd = np.full{(n),0.005) #la incertidumbre en tension, ajustar de acusrdo al instrumento empleado
error]l = np.full{(n) ,0.010/220)+I1/220%*0,.68 # la incertidumbre de la corriente depende del instrumentc empleado
F

# Grafico la curva I-V con todos los datos:



Informacién en hoja de datos del diodo 1N4007

1N4001, 1TN4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
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Figure 1. Typical Forward Voltage Figure 2. Typical Reverse Current

La hoja de datos completa del diodo 1N4007 se encuentra cargada en la pagina web



Punto de control: Resultados a discutir

e Estudio de la curval vs V de elemento no lineal

v’ Caracterizacidon de diodo de silicio y comparacion con su hoja
de datos



